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HONDA クラリティ FCV搭載 ローム製 SiCモジュール 
「BQM124D12P2H201」の構造解析レポート、プロセス解析レポート 

株式会社エルテックはHONDA クラリティ FCV搭載 ローム製 SiCモジュールの構造解析 

レポート、プロセス解析レポートの2種類をリリースしました。 
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本製品の概要 
 2016年3月に発売されたHONDAクラリティ（FCV）量産車に搭載された、 
 世界初の車載用SiC モジュールとなります。 
 ※燃料電池スタックの出力電圧を最大500Vまで昇圧する「FC昇圧コンバー 
 ター」の昇圧制御部に使用されているFET＋SBD 共にSiCを使ったIPM 
 （インテリジェントパワーモジュール）です。 ※ゲート構造はプレーナー型 
 

レポート内容 
 ・構造解析レポートでは、 モジュール、搭載SiC-MOSFET、SiC-SBDの 
  詳細を明らかにしています。 
 
 ・プロセス解析レポートでは、構造解析レポートの結果に基づいて、 
  SiC-MOSFETの製造プロセスフローの推定を行っています。 
  また、ロームの第2世代ディスクリート品（SCT2080KE）や第3世代 
  モジュール品（BSM180D12P3）との比較を行い、どのパラメータが 
  信頼性に寄与するかを考察しています。 
 

レポート価格 
  1）構造解析レポート ¥500,000 
  2）SiC MOSFETの製造プロセス解析レポート ¥400,000 
 

解析対象の車載昇圧用 SiCモジュール 

(BQM124D12P2H201) 
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4.2 SiC MOSFETのプロセス・シーケンス断面図 

① モジュール構造解析 (レポートからの抜粋) 

② SiC MOSFET製造プロセス解析 (レポートからの抜粋) 
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SiCモジュール構造解析レポート 
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